
ン共鳴を行い､ 電子の吸収曲線の半値巾の測定か ら､中性化 したⅡ族アクセプ

ターによる電子散乱に対 してはErginsoy-の式では全 く証蛎できない事実を見

出した｡ 中性アクセプタ-把よる電子散乱は有効質量近似の立場からは丁度水

素原子による陽電子散乱に対応するO 水素原子による陽電子散乱の散薮断面積

と陽電子の波数の関係はSchwartz,Rotenbergらによって計算されている｡

我々はSch押artz の計算結果を近似 して中性アクセプターによる電子散乱の

散乱緩和時間 TAを

1/TA-0･?5h2NAeTV2/境 諒 ㌃

と与えたo サイクロトロン共鳴の半値巾から格子散乱による半値巾を差引いた

ものが中性アクセプタ-による散乱の寄与を与える｡ 実験から得た衝突緩和時
間が上の式とかな bよく一致することが示され､水素原子による陽電子散乱の

モデルが適用できることが示されたO 即_ち､中性アクセプターによる電子散乱

の散乱緩和時間は電子のエネルギーの 1/2乗に旦倒 し,アクセプ/J9-基底状
負

唐の有効Bohr半径にはほとんど依存せず､異方性は存在 しない｡

格子欠陥を含むGeのサイクロ トロン共鳴

山 口 和 .文

液体-He温度で､サ1クロトロン共鳴の吸収線の巾の測定から､格子欠陥に

ょる伝導電子の緩和時間(T姥 求めたO線巾と1/丞 ゐ関係は､A主材王C-C-｣L
a)oT

で Cは T の明らかな式が決まらなければ分らないが､いずれにせよ1に近い定

数で C- 1として､ 実験値 よb1/Tを求めた｡

この実験は､格子欠陥として､ThermallyQuenched inDef占cts(G-e

中のVacarlCyと考えられている) 600転位､900転位をPuTeG･e中に入れ

これら各 々による伝導電子の散乱の効果を調べた｡

fi) ThermalユyQuenchedillDefecもSによる散乱
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修士論文で何がなされているか

結果 VrT-2×10-6Nv (see-1)････4･2OK
l/T-3×10~6王吋(,, )-･1･5OK

これは工珪濃のAccep七orによる散乱確率の半分程度で､このように大 きいの

は､単なる井戸型ポテンシャルによる散乱としては解釈できず､ Ⅱ 族Ac-

Ceptorの場合と同様に､低温ではこのDefectに 2-3個のHoleが弟 く

Trapされていて､これによる散乱が効果的であると考え られる｡

(ii狙 えCユ 七主on inGeによる散乱

500OcでJN2雰囲気中でく110>のまわ 旦‖て曲げることにより600転位

<111>軸のまわbKL_曲げることHによ990P転位を入れた. 更に直線状の転位

にするため7000CでWe-ト02 雰囲気中セ25時間Arlnealした｡

この際､不純物の混入を享けるため､注意を払い､不純物濃度は 3×1013/ cc

以下である｡ 濃度はEtch:lTjj_isl の計数で求め､又転位はrandomに分布 して

いることが分った｡

柳窪 したS甲Plさの転位､濃度は ～5×106/cm2- 1×107/ cm2

結果 VT≡6×102ND(SeC｢ i)･･･600転位

1/T=7XIO2ND(.,, )･･･900,/
温度によらない｡

転位のまわDの歪の場による - 盃ポテンシャルを散乱ポテンシャルとして計算

したDexter-SeiもZの結果 1/I-1･84×104草 とは､温度依存性 も絶対値に

合わぬ｡ これは大きな歪に対 して歪ポテンシャルの方法がよくないことを示す ｡

又 Danglingbondによる効果 も考えなければならぬ｡ -

ゲルマニウム､の放射線損傷による欠陥について

福 岡 登

n塑ゲルマニウムにCo60よbの r-rayを dryicetemp.で照射すること

によって､Fre埴 el∴pair(格子間原子と空格子点)を作 a､それを室温附近
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